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Axetris AG公司概况

Axetris AG, 莱丹集团旗下的一家公司，运用微电子机械系
统（MEMS）技术设计制造的红外光源，激光气体传感器，
质量流量传感器，控制器以及微光学元件服务于OEM用
户，产品广泛应用于工业，过程控制，环境，医疗，汽车
以及电信等领域。

Axetris在多种工业领域及相关实际应用场合为用户提供专
业的深度技术支持。我们的工程设计与制造团队对于从微
型芯片级到先进电子和光电模块级的仿真，设计，制造，
计量等工作具有广泛深厚的经验。公司倡导优秀的产品附

加值，一贯的高品质产品，出色的技术支持，让用户最终
获益。Axetris是OEM用户可靠的分系统供应伙伴，提供广
泛的高质量的成熟产品以及从新产品概念建立到定型量产
全过程中，特殊定制的解决方案。 

Axetris AG 坐落于瑞士中部，通过ISO 9001认证，遵从ISO 
TS 16949标准加工制造6”到8”微电子机械技术（MEMS）
的晶片，同时也为外部用户提供晶片代加工服务。

莱丹集团公司总部，瑞士
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每一个单体红外辐射源都经过最终在线运行与测试

红外线辐射源产品简介

Axetris的红外发射源是微技术加工，电子调制的热红外辐射体，具有真实黑体的辐射特性，低功耗，高辐射率以及高寿命的技术优
势。我们的专利设计是：在微技术加工的硅结构表面上的介质薄层中集成阻性加热元件。发射源以紧凑型TO-39封装，可配备保护帽
或反射器。也能配备诸如蓝宝石，氟化钙或氟化钡抑或锗等材料的窗口。
Axetris红外发射源极其适用于紧凑型红外气体检测模块，特别是对于那些以高辐射率，高可靠性，低功耗作为关键技术考量的用
户。

技术优点

•	 真实黑体辐射特性 (波长范围:2 to 14 μm)

•	 高辐射率

•	 快速电子调制（无需转轮机构）

•	 高调制幅度

•	 输入功率/辐射能的高效转换率

•	 低功耗

•	 超长使用寿命

•	 高强度的微电子机械系统MEMS设计（符合IEC 60721-3-7 

	 Class 7M3的要求（带有氟化钙和氟化钡镜片的除外）

红外线气体探测应用

•	 测量原理：非散射红外光谱（NDIR），光声红外光谱		

	 （PAS）或衰减全反射红外光谱（ATR）

•	 目标气体：CO, CO2, VOC, NOx, NH3, SOx, SF6,  

	 碳氢化合物，湿气，麻醉气体，制冷，呼吸酒精气体等。

•	 医疗领域：二氧化碳测定仪，麻醉气体检测， 

	 呼吸监护，肺功能监护，呼吸酒精气体测量

•	 汽车/运输领域：气体排放监测，呼吸酒精测量（车内安全闭	

		 锁/酒精锁)，指令控制，需求控制通风系统

•	 暖通领域：需求控制通风系统，制冷系统监视

•	 安全和工业领域：可燃气体分析器，流体气体含量探测

	 恒温箱
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电气/光学特性 （Tc = 25°C)

参数 单位 典型值 测试条件 / 备注

冷态电阻 Ω 35 – 55 平均冷态电阻值 45 Ω

热态电阻 Ω 54 – 89 450  mW 工作功率 / 平均热态电阻值 72 Ω

输入电功率 mW 450 on time power

工作电压 V
5.7
5.2
6.5

冷态电阻为 45 Ω的辐射源 / 达到450 mW功率时
冷态电阻为  35 Ω的辐射源 / 达到450 mW功率时
冷态电阻为  55 Ω的辐射源 / 达到450 mW功率时

工作电流 mA
79
86
68

冷态电阻为  45 Ω的辐射源 / 达到450 mW功率时
冷态电阻为  35 Ω的辐射源 / 达到450 mW功率时
冷态电阻为  55 Ω的辐射源 / 达到450 mW功率时

加热时间常数 ms 11 测试区间为电阻上升阶段从10%到90%

冷却时间常数 ms 17 测试区间为电阻下降阶段从90%到10%

工作温度 °C 456 功率为 450  mW

辐射率 0.95 2 μm to 14 µm

工作寿命 年 > 10 推荐功率 450  mW

加热面积 mm² 2.1 x 1.8

外壳温度 °C
55
85

脉冲调制供电50 % 占空比, 10 Hz, 450 mW, 不带镜片
直流供电, 450 mW, 不带镜片

红外线辐射源产品系列

产品编号 产品型号 封装形式 镜片材料 产品照片

600.347 EMIRS200_T_40 / 53_0 TO-39 带保护帽 无

600.451 EMIRS200_R_60/55_0 TO-39带反射镜 无

600.411 EMIRS200_R_60/55_S TO-39 带反射镜 蓝宝石

601.479 EMIRS200_R_60/55_BaF2 TO-39 带反射镜 氟化钡

601.615 EMIRS200_R_60/55_CaF2 TO-39 带反射镜 氟化钙

601.928 EMIRS200_R_60/55_GeART90 TO-39 带反射镜 锗 氩 镀膜

用户定制 用户定制 用户定制

除上表所列型号外，带有其他类型反射器及不同材质镜片的红外辐射源请见第7页。  
敬请联系您本地的我公司人员，以获得更详细的符合您特定要求的产品规格信息。

直流和脉冲供电方式的电气功率限制为500 mW。 
实际参数会与上表所列数值有细微不同。
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技术优势与特点

真实黑体辐射（波长：2 μm -16 μm)

高辐射率

独特的材料薄膜加工工艺创造了辐射率接近于1的纯黑体结构

快速调制与深度调制

超薄（0.5微米），微质量的加热基低层，只有运用微电子机械
系统技术才能得以实现，让红外发射源成为高速动态器件

显微影像：TO39封装的微电子机械系统芯片（左侧）；硅基上加热基底
层的实时温度分布影像（右侧）

黑色树突状的表面结构

红外线发射源MEMS芯片正面和背面照片 
外缘尺寸: 3.2 x 3.2 mm2, 基片尺寸: 2.1 x 1.8  mm2

调制信号：恒压方形脉冲波；并由高速宽带检波器检出并测量

600 mW
550 °C

450 mW
456 °C

350 mW
366 °C
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切削前的已加工的红外微电子机械系统技术芯片

微电子机械系统结构的可靠性

半导体微电子机械系统制造技术保证了红外发射源的高可靠性。同时晶片级制造过程中极其精密的品质控制系统让每一个红外线发射
源成品可以接受最终老化测试。.

调制信号：恒压方形脉冲波；并由高速宽带检波器检出并测量

出色的电能/辐射能转换效率一方面来自深度黑色的芯片表面保证了最大辐射率，另一方面来自于器件热通量分布的优化设计

基片破损的故障平均时间（MTTF）是对多年可靠性试验中搜集的
寿命数据进行静态分析后而得出。基片破损的可靠性极大程度上
决定于：封装形式，输入功率，以及工作模式。

例如：产品编号为：600.347的红外发射源工作在450mW/10Hz脉
冲输入, 50%脉宽比时，其基片破损的故障平均时间为600000小
时。

用于效率优化进行的热通量分布仿真
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红外发射源寿命可靠性分布图图示：实线为脉冲调制供电输入(10Hz,50%占空
比);虚线为:直流供电输入。
输入功率分别为： 450 mW, 600 mW, 700 mW and 800 mW.

基片峰值温度
推荐限制

时间（小时）
1000 10 000 100 000 1 000 000

不同功率下总体失效使用寿命
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•	 辐射特性优化设计

用户定制反射镜

反射镜对辐射波束在轴向上进行准直的效果（红色区域为高辐射密度，
蓝色区域为低辐射密度区域）

红色曲线:带反射镜的红外辐射源辐射率分布(产品编号: 600.451)
黑色曲线:带保护帽的红外辐射源辐射率分布(产品编号: 600.347)红外
线发射源的轴向角辐射分布特性

按应用场合定制设计

Axetris公司能按OEM用户需求提供定制的封装结构，反射镜设计，镜片类型以满足用户自己产品的要求。
例如反射镜的设计能优化辐射角度分布特性。蓝宝石，氟化钙，氟化钡或锗材料的窗口能改善信噪比，并保护发射源免受环境因素的
影响以及作为光谱低通滤波器

•	 作为红外检测传感器的光谱低通滤波器  

•	 消除背景噪声提高信号噪声比

•	 在恶劣环境条件下保护红外发射源 

发射窗口镜片的效用 

带镜片和保护帽的红外发射源 不同材质镜片的透射特性曲线
*锗质抗反射镀层的平均透射率都在90%以上

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80
0

2

4

6

8

10

 

 

 with protective cap (600.347)
 with reflector (600.451)

13 14

CaF2

Sapphire
BaF2

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GeART90

相
对
辐
射
率

波束轴向角度

相对辐射率对波束角度

% 
透
射
率

镜片的光谱透射特性

波长[µm]

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com




